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有機無機ペロブスカイト材料は低温、非真空プロセスで作製可能であり、高いエネルギー変換

効率を有する太陽電池を実現するための材料候補の 1 つである。現在、24.2％の効率が報告され

ており[1]、さらなる効率の向上およびコスト削減が期待されている。 しかし、 ペロブスカイト太

陽電池が高い変換効率を実現できる詳細な基礎物性の多くは未だ明らかになっていない。本研究

では、欠陥に起因するサブギャップ領域の光吸収スペクトルを真空中で測定できる共振型光熱ベ

ンディング分光法(Resonant PBS)[2] により、CH3NH3PbI3 (以後 MAPbI3)薄膜における光吸収スペク

トルのアニール効果を評価した。 

CH3NH3PbI3 薄膜は、基板温度 ~80 ℃にてスピンコーティング法を用いて 2 段階製膜法[3]によ

り製膜した。基板には大きさ 2 mm × 20 mm、厚さ 0.1 mm の無水合成石英ガラスを用いた。膜厚

は ~500 nm であった。 

Resonant PBS による MAPbI3薄膜における光吸収スペクトルの測定では、試料を光学クライオ

スタット中に保持し、光源にはハロゲンランプを分光したものを用い、試料の曲げを検出するた

めのプローブ光には He-Ne レーザを用いた[2]。試料の温度を変化させるために、クライオスタッ

ト中の試料ホルダーにヒーターを設置し、温度コントローラにより温度を制御した。温度設定値

130℃にて 1.5 時間アニール後、室温に戻してから光吸収スペクトルの測定を行った。 

 Figureに resonant-PBSで測定したMAPbI3の光吸収スペク

トルを示す。Figure よりバンドギャップ付近であるℎ𝜈 

=1.4~1.5eVで光吸収端が観測されていることがわかる。一方、

h𝜈 ≲1.4 eV のサブギャップ領域にも微弱な光吸収が見られ、

結晶欠陥による局在準位に起因する光吸収を観測したもの

であると考えられる[4]。また、サブギャップ領域の光吸収係

数が、アニール回数とともに増加することがわかった。

MAPbI3 は約57℃以上で正方晶から立方晶へと相転移するこ

とが知られている[5]。今回の結果の一因として、アニール時

の相転移による結晶欠陥の増加が考えられる。 
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Figure アニール回数に対する

CH3NH3PbI3薄膜における光吸収

スペクトルの変化. 
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